BFR 28

NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor

Vorléufige Daten -

Der epitaktische Silizium-Planar-HF-Transistor im hermetisch dichten GIas/Keramik-FIa}:h-
gehduse ist besonders fiir MIL- und Raumfahrtanwendungen geeignet. Der Vorteil dieses
speziellen Gehéduses besteht in der hohen Packungsdichte.

Typ | Bestelinummer
BFR28 |  Q62702-F310
C
N B [ .
S E \ +
— 51—
MaBe in mm

Grenzdaten BFR 28
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 20 \
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 30 \'
Emitter-Basis-Spannung Ueso 3 Vv
Kollektorstrom I 50 mA
Basisstrom , R [ 5 mA
Sperrschichttemperatur T 1756 . °C
Lagertemperatur . Ts i -65 bis +150 | °C
Gesamtverlustleistung i
(Ty = 25°C; Létabstand 3 mm) Piot ‘ 200 mW
Lottemperatur |
(bei t < 3 sec; Abstand vom Gehéduse > 0,8 mm) Te | 240 °C

Wérmewiderstand

Kollektorsperrschicht — Luft Rinsu ! =775 K/W
(Létabstand 3 mm) |
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BFR 28

Statische Kenndaten (7, = 25°C) BFR 28
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Ugryceo > 20 \
(lc =10 mA) -

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Uirycso > 30 : Vv
(Ic =10 pA) :
Emitter-Basis-Durchbruchspannung Usryeso >3 \
(Ie=10 pA)

Kollektor-Basis-Reststrom (Ucg = 20 V) Icso <20 nA
Stromverstarkung (Ic = 10 mA; Uge = 10 V) B 95 —_

. Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)

KurzschluB-Stromverstarkung

(Ic =10 mA; Uce = 10 V; £ = 1 kHz) h21e > 30 -
Transitfrequenz .

(Ic=2mA; Uceg=5V; f=100 MHz) fr > 400 MHz
(Ic = 10 mA; Uce = 10 V; f = 100 MHz) fr 1000 MHz
RauschmaR

(Ic=2mA; Ucge=10V; R, =60 Q;f=200 MHz) F 3<45 dB
KurzschluB-Riickwirkungskapazitét

(Ic=1mA; Uce =10V; f=1 MHz) ~Cize < 0,95 pF
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NPN-Transistor fiir rauscharme HF-Verstarker BFR35A
und schnelle Schalteranwendungen

BFR35A ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-UHF-Transistor im Kunststoffgehduse
23 A 3 DIN 41869 (TO-236) fur den Einsatz in Schichtschaltungen bis in den GHz-Bereich,
z.B. fur Breitbandverstarker und ultraschnelle ungesattigte Logikschaltungen. Kennzeichnung
des Transistors BFR35A durch Stempel »GB«. Der Transistor ist auf Wunsch mit geidnderter
AnschluBfolge (»E« und »B« vertauscht) unter der Bezeichnung BFR35AR (Stempel »GZ«)
lieferbar.

Typ | Stempel | Bestellnummer 1£0,051+005

BFR35A |GB ‘062702-F436 ETB‘EJT—l—I 01015
BFR35AR | GZ Q62702-F500 ‘

042003

re—3.015

Gewicht etwa 0,02 g MaRe in mm
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 12 \"
Kollektor-Emitter-Spannung (Rge =50 Q) Ucer 20 Vv
Emitter-Basis-Spannung Ueso 2,5 \
Kollektorstrom I 30 mA
Basisstrom . Ig 4 mA
Sperrschichttemperatur T 125 °C
Lagertemperatur Ts —55 bis +125 | °C
Gesamtverlustleistung (T, =25 °C) Piror 200 mw
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft, bei Befestigung auf:
1. Glassubstrat 7 x7 x 1 mm Runu =800 K/w
2. Keramiksubstrat 30 X 12x 1 mm Rinsu =500 K/W
3. Glasfaserepoxidsubstrat 30 X 12 x 1,5 mm Rinsu =500 K/IW -
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NPN-Transistor fiir rauscharme HP-Verstarker

und schnelle Schalteranwendungen

BFR35A

Statische Kenndaten (7,=25 °C)

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

(Iceo =500 pA)

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

(Icer =10 MA; Rge =50 Q)
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
{leso =100 pA)
Kollektor-Basis-Reststrom
(Ucgo=10V)

Stromverstarkung

(Ic=5 bis 20 mA; U, =6V)

Dynamische Kenndaten (7, = 25 °C)

KurzschluB-Stromverstarkung
(Ic=5mA; Uce=6V;f=1kHz)
Transitfrequenz

(Ic=20 mA; Uce =10 V; f=200 MHz)
KurzschluBR-Rickwirkungskapazitat
(Ic=1mA; Ueg=6V; f=1 MHz)
Kollektor-Basis-Kapazitat
(Ucgo=10V; f=1 MHz)

Rauschzahl

(Ic=2 mA; Uge =6 V; =200 MHz;
Re=100 Q)

(Ie=2 MA; Uge=6 V; £ =800 MHz;
Re=60Q)

(Ic=3 MA; Uge =10 V: f=2 GHz;
RG=RG Opt)

Leistungsverstarkung

(Ic=15mA; Uge=6V; f =800 MHz;
Rs=60Q);Z =2, opt

S-Parameter bei Uge =6V; Ic=15mA; Z,=50 Q

f =200 MHz

S1e= 0.33; @r1e=— 90°
Sxe= 0,68; @a2e=— 20°
Sie= 0,028; @12e=+ 70°
S,16=15,5; @a1e=+120°

150

U griceo >12
U gricer >20
U grjeso >2,5
Iceo <50
B >25
Bo 70
fr 4,5
—Cize 0,38
Cecgo 0,7
F 2
F 2
F 4
Ve 13
f =800 MHz
S11e=0,2; @11e=—175°
S22 =0.5; Qaze=— 20°
S12¢=0,07; @r2e =+ 75°
S2e=4.3; @ae=+ 80°

nA

GHz
pF

pF

dB
dB

dB

dB



NPN-Transistor fiir rauscharme HF-Verstarker BFR35A
und schnelle Schalteranwendungen
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Silizium-NPN-HF-Transistor BFR 35 AP

@ Fur Breitbandverstarker-Stufen bis 2 GHz
und schnelle ungesattigte Schaltanwendungen
@ Kollektor-Strombereich 0,56 mA ... 20 mA

Typ | Stempel | Schiittgut-Bestell-Nr. 8-mm-Gurt-Bestell-Nr. | Gehiuse
B BFR 35 AP | GE | Q62702-F875 Q62702-F938 l SOT 23

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol | Wert Einheit

Kollektor-Emitter-

Spannung Vceo 12 \

Kollektor-Emitter-

Spannung Vces 20 \

Emitter-Basis-Spannung VEBo 2,5 \

Kollektorstrom Ic 30 mA

Basisstrom Ig 4 mA

Gesamtverlustleistung Ptot 280 mw

Ta=25°C

Sperrschichttemperatur T 150 °C

Lagertemperatur Tstg —65...4+150 °C

Wiarmewiderstand Rthia <450 K/W

Sperrschicht-Umgebung

bei Montage auf Al,O3-

Keramiksubstrat

15 mm x 16,7 mm x 0,7 mm

B Schwerpunkttyp
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BFR 35 AP

Kennwerte

bei Ta = 25°C, wenn njcht anders angegeben

Statische Kennwerte Symbol min typ max Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Vieryceo | 12 - - \
Ic=1mA Ig=0

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung V(er)ces | 20 - - Vv

Ic =100 uA, Vee =0

Emitter-Basis-Durchbruchspannung ViRr)eso | 2,5 - - \"
Ie=100pA, Ic=0

Kollektor-Basis-Reststrom IcBo - - 50 nA
Vee =10V, Ie=0

Stromverstérkung hre

Ic= 5mA, Vcg=6V 40 85 - -
Ic=20mA, Vce=6V 40 90 - -
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung VcEsat - 0,16 0.4 \"
Ic=30mA, Ig =3mA

Dynamische Kennwerte Symbol min typ max Einheit
Transitfrequenz fr

Ic= 5mA, Vce =6V, f=200 MHz - 38 - GHz
Ic=20mA, Vce =6V, f= 200 MHz 3.6 49 - GHz
Kollektor-Basis-Kapazitat Ceb - 0,55 0,7 pF
Vee =6V, VBe =0, f=1MHz

Kollektor-Emitter-Kapazitat Cee - 0,27 - pF
Vce =6V, Vge =0, f=1MHz

Leistungsverstarkung Gp - 14 - dB
Ic=15mA, Vce =6V, f= 800 MHz

Rs=50Q

Rauschzahl F

Ic=5mA, Vce= 6V, f=10MHz, - 1,5 - dB
Rs=75Q

Ic=2mA, Vce = 6V, f=800MHz, - 1,5 - dB
Rs opt

Ic=3mA, Vce =10V, f=2 GHz, Rsopt - 3.9 - dB
Ausgangsspannung Vo1= Vo2 | - 110 - mV

(2-Sender-Methode)

f1 = 806 MHz, f, = 810 MHz,
dim=60dB, Ic=15mA, Vce= 10V,
Rs=RL=50Q
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BFR 35 AP

S-Parameter in Emitterschaltung

Z=50Q .
Vee|Ic | f s11 s12 s21 S22
vV ImA| GHz| /811/ | ¢ /s12/ | o | /8217 | ¢ 1822/ | ¢
6 [ 2|01 | 09 — 15 | 003 79 | 649 | 161 | 097 | — 6
03 | 079 — 46 | 008 64 | 525 | 139 | 088 | —22
05 | 066 - 71 | 011 55 | 449 | 120 | 077 | —-30
08 | 046 —102 | 013 47 | 329 98 | 064 | -35
10 | 040 -119 | 015 46 | 280 88 | 060 | —38
1,2 | 036 —134 | 015 45 | 243 80 | 056 | —40
15 | 031 —156 | 0,17 48 | 203 69 | 053 | —43
18 | 029 —-178 | 0,19 49 1,77 60 | 051 —48
20 | 029 168 | 020 51 1,66 54 | 049 | —49
5 [01 | 080 - 24 | 003 76 | 1296 | 150 | 092 | —11
03 | 058 — 66 | 006 61 856 | 123 | 074 | —29
05 | 044 - 97 | 008 58 | 627 | 106 | 059 | —35
08 | 028 —~128 | 0,11 57 | 419 88 | 049 | —35
10 | 026 —144 | 013 59 | 345 81 | 047 | —36
12 | 024 —160 | 0,14 58 | 293 74 | 045 | —38
15 | 022 179 | 017 59 | 243 65 | 044 | —40
18 | 023 159 | 0,20 59 | 208 57 | 043 —45
20 | 025 146 | 022 58 1,93 52 | 040 | —46
10 | 01 | 066 -3 | 003 73 | 1862 | 140 | 085 —15
03 | 042 -8 | 005 62 | 1032 | 113 | 062 | —31
05 | 032 —-116 | 0,07 63 | 692 98 | 050 | -33
08 | 022 —149 | 0,10 64 | 449 83 | 044 | —31
10 | 021 —164 | 012 65 | 365 77 | 043 | —32
12 | 021 -178 | 0,14 64 | 309 71 | 041 —34
15 | 021 164 | 017 63 | 254 63 | 0,41 ~36
18 | 022 147 | 021 62 | 218 55 | 040 | —41
20 | 024 136 | 022 61 2,02 51 | 038 | —42
15 | 01 | 057 - 43 | 002 71 | 2030 | 137 | 081 —16
03 | 035 - 95 | 005 64 | 1053 | 109 | 058 | —29
05 | 027 —127 | 007 66 | 7,00 95 | 048 | —29
08 | 021 —-162 | 0,10 67 | 449 80 | 043 | —27
10 | 021 —174 | 0,12 68 | 365 75 | 043 | —29
12 | 021 174 | 014 66 | 3,09 70 | 0,41 —31
15 | 022 158 | 0,17 65 | 254 61 | 041 —34
18 | 0724 142 | 021 64 | 215 54 | 041 —40
20 | 02 133 | 023 63 | 2,00 50 | 039 | -40
20 [ 01 | 051 — 49 | 002 70 [ 2113 | 133 [ 079 | —16
03 | 032 —106 | 005 65 | 1035 | 106 | 056 | —27
05 | 027 —138 | 007 67 | 676 92 | 048 —27
08 | 022 —171 | 0,09 68 | 434 78 | 045 | -25
10 | 022 179 | 012 69 | 349 74 | 044 | -28
12 | 023 169 | 0,14 68 | 297 68 | 043 | —30
15 | 024 153 | 017 66 | 243 60 | 043 | -33
18 | 026 139 | 0,21 65 | 207 53 | 042 | —39
20 | 028 131 | 022 64 | 193 48 | 040 | -39
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BFR 35 AP

S-Parameter in Emitterschaltung

Z2=50Q .
Vee|Ic | f s11 s12 s21 S22
v |mA| GHz| /s11/ | ¢ 812/ | ¢ | /8217 | o 1822/ | o
10201 | 092 — 14 | 003 80 | 646 | 161 | 098 | — 6
03 | 081 — 43 | 007 66 | 528 | 140 | 090 | —19
05 | 069 — 65 | 0,10 57 | 454 | 122 | 080 | —27
08 | 048 - 95 | 012 49 | 335 99 | 068 | -33
10 | 042 -1 | 014 48 | 287 9 | 064 | —35
12 | 036 —125 | 015 47 | 245 83 | 061 —38
15 | 030 —146 | 0,16 49 | 207 71 | 058 | —40
18 | 028 —170 | 018 50 | 181 62 | 056 | —45
20 | 027 175 | 0,19 52 | 168 56 | 054 | —46
5|01 | 083 — 19 | 003 78 | 1274 | 152 | 095 | — 9
03 | 065 - 57 | 006 63 | 856 | 125 | 080 | —25
05 | 049 — 84 | 008 58 | 635 | 107 | 067 | —31
08 | 031 —112 | 010 55 | 429 89 | 056 | -33
10 | 027 —129 | 013 57 | 353 82 | 054 | -35
12 | 024 | —144 | 014 57 | 297 77 | 051 —36
15 | 021 —167 | 0,16 58 | 245 67 | 050 | —38
18 | 021 170 | 0,19 58 | 213 59 | 048 | —43
20 | 022 155 | 0,21 58 | 196 54 | 047 | —43
10 | 01 | 075 — 28 | 002 74 | 1820 | 142 | 088 | —13
03 | 052 - 71 | 005 63 | 1023 | 114 | 067 | —27
05 | 037 - 99 | 007 63 | 700 99 | 056 | —29
08 | 023 —129 | 009 63 | 457 84 | 050 | —28
10 | 021 —146 | 012 65 | 372 78 | 048 | —29
12 | 020 —-163 | 013 65 | 3,11 74 | 047 | —31
15 | 018 177 | 016 64 | 256 64 | 046 | —34
18 | 019 157 | 0,19 63 | 219 57 | 046 | —39
20 | 020 143 | 021 62 | 203 53 | 044 | —39
15 | 01 | 064 — 37 | 002 72 | 1916 | 140 | 085 | —14
03 | 038 - 87 | 004 64 | 1029 | 112 | 063 | —26
05 | 028 —117 | 006 66 | 7.00 9% | 053 | —26
08 | 019 —151 | 0,09 67 | 449 81 | 049 | —25
10 | 019 —166 | 011 68 | 365 76 | 049 | —27
12 | 019 180 | 0,13 67 | 309 71 | 047 | —29
15 | 0,19 162 | 0,16 66 | 253 62 | 047 | —32
18 | 021 145 | 0,19 65 | 215 55 | 047 | -37
20 | 022 134 | 021 64 | 201 51 | 045 | —38
20 | 01 | 058 — 45 | o 71 | 2030 | 135 | 082 | —14
03 | 034 - 98 | 004 65 | 10,12 | 108 | 061 —23
05 | 027 —129 | 006 68 | 672 94 | o054 | —23
08 | 020 —163 | 0,09 69 | 432 79 | 051 —22
10 | 020 —176 | 0,11 70 | 347 74 | 050 | —25
12 | 021 173 | 0,13 69 | 293 69 | 050 | —27
15 | 021 156 | 0,16 68 | 241 60 | 049 | —30
18 | 023 140 | 019 67 | 205 53 | 049 | —36
20 | 025 131 | 021 66 | 192 49 | 047 | —37
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BFR 35 AP

Gesamtverlustleistung Pio1 = 7(Ta)

mw

-

400

200 +—

100

50

100

Stromverstirkung hee = f(/c)

Vece=6V

100

150 °C

356

20 mA

Kollektorstrom Ic = f(Vge)
Vece=6YV

mA
20

I

0 /
0 05 0V

— Ve

Transitfrequenz fr = f (1)
Vece = 6V, f= 200 MHz

GHz
6

0 10 20 mA

—k



BFR 35 AP

Kollektor-Basis-Kapazitat Ccp = f(Ves)
f=1MHz

-

pF
1,0
CED \
N
'\‘\

05 e

0

0 0 20V

Kreise konstanter Rauschzahl in der Generator-
impedanzebene F = f(Zs)
Vce=6V, Ic =5mA, f= 800 MHz

Rauschzahl F= f(I¢)
Vce =6V, f= 800 MHz

dB
5
A
3
L]
"
Rs =50
e
2 \_./,
/ RSan
1
0
0 0 20 mA
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Silizium-NPN-HF-Transistor

BFR 92 P

@ Fur Breitbandverstarker bis 2 GHz
und ungesittigte Schaltanwendungen

Typ | Stempel | Schiittgut-Bestell-Nr. | 8-mm-Gurt-Bestell-Nr. | Gehiuse
@BFR92P | GF | Q62702-F923 | Q62702-F1050 | soT23

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol | Wert Einheit

Kollektor-Emitter-

Spannung Vceo 15 \

Kollektor-Basis-

Spannung Veeo 20 \"

Emitter-Basis-Spannung VEBo 2,5 v

Kollektorstrom Ic 30 mA

Basisstrom Is 4 mA

Gesamtverlustleistung Ptot 280 mw

Ta=25°C

Sperrschichttemperatur T 150 °C

Lagertemperatur Tstg —65...+150 °C

Warmewiderstand Rthia <450 K/W

Sperrschicht-Umgebung

bei Montage auf Al,Os-

Keramiksubstrat

15 mmx 16,7 mmx 0,7 mm

B Schwerpunkttyp
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BFR 92 P

Kennwerte

bei 7a = 25°C, wenn nicht anders angegeben

Statische Kennwerte Symbol min typ max Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Vieryceo | 12 - - \
Ic=1mA, Ig=0

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Vierycao | 20 - - \%
Ic=10pA Ie=0

Emitter-Basis-Durchbruchspannung Vieryeso | 25 - - \

Ie =100 pA, Ic=0

Kollektor-Basis-Reststrom Icso - - 50 nA
Vee=10V, Ig=0

Stromverstarkung hre 40 100 - -
Ic=14mA, Vce =10V

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung VCEsat - - 0,4 \Y
Ic=30mA, Ig =3mA

Dynamische Kennwerte Symbol min typ max Einheit
Transitfrequenz fr

Ic= 5mA, Vce =10V, f= 200 MHz - 3,8 - GHz
Ic =14 mA, Vee =10V, f= 200 MHz - 5 - GHz
Kollektor-Basis-Kapazitat Ceb - 0,5 07 pF
Vee =10V, Ve =0, f=1MHz

Kollektor-Emitter-Kapazitat Cece - 0,27 - pF
Vece=10V, Vge =0, f=1MHz

Leistungsverstarkung Gp - 14 - dB
Ic=15mA, Vce =6V, f=800 MHz

Rs=50Q

Rauschzahl F

Ic=5mA, Vce = 6V, f=10MHz, - 1,6 - dB
Rs=75Q

Ic=2mA, Vce = 6V, f=800 MHz, - 1.5 - dB
Rs =Rs opt

Ic=3mA, Vce= 10V, f=2 GHz, Rsopt - 3,9 - dB
Ausgangsspannung Vo1=Voz | - 110 - mV
(2-Sender-Methode)

fi = 806 MHz, f, = 810 MHz,

dim=60dB, Ic=15mA, Vce =10V,

Rs=RL=50Q
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BFR92 P

S-Parameter in Emitterschaltung

Z=500Q .
Veel|Ic | £ s11 s12 s21 S22
vV |mA| GHz| /8117 | ¢ /S12/ | ¢ | /8217 | @ 1822/ | ¢
6 | 2|01 | 091 — 15 | 003 79 | 649 | 161 | 097 — 6
03 | 079 — 46 | 008 64 | 525 | 139 | 0,88 —22
05 | 066 - 71 | omn 55 | 449 | 120 | 0,77 —30
08 | 046 —102 | 013 47 | 329 98 | 064 -35
10 | 040 -119 | 0,15 46 | 2,80 88 | 060 —38
12 | 036 —134 | 015 45 | 243 80 | 056 — 40
15 | 031 —-156 | 0,17 48 2,03 69 | 053 —43
18 | 029 —178 | 0,19 49 1,77 60 | 051 —48
20 | 029 168 | 020 51 1,66 54 | 049 —49
5|01 | 080 — 24 | 003 75 | 1296 | 150 | 092 —11
03 | 058 — 66 | 006 61 856 | 123 | 074 —29
05 | 044 — 97 | 008 58 | 627 | 106 | 059 ~35
08 | 028 —128 | o1 57 | 419 88 | 049 -35
10 | 026 ~144 | 013 59 | 345 81 | 049 —36
12 | 024 —160 | 0,14 58 | 293 74 | 045 —38
15 | 022 179 | 017 59 | 243 65 | 044 —40
18 | 023 159 | 0,20 59 | 208 57 | 043 —45
20 | 025 146 | 022 58 1,93 52 | 040 — 46
10 | 01 | 066 — 35 | 003 73 | 1862 | 140 | 0,85 15
03 | 042 -8 | 005 62 | 1032 | 113 | 062 —31
05 | 032 —-116° | 007 63 | 692 98 | 050 -33
08 | 022 —149 | 0,10 64 | 449 83 | 044 —31
10 | 021 —164 | 0,12 65 | 3,65 77 | 043 —32
12 | 021 ~178 | 0,14 64 | 3,09 71 | 041 ~34
15 | 021 164 | 0,17 63 | 254 63 | 041 -36
18 | 022 147 | 021 62 | 218 55 | 040 —41
20 | 024 136 | 022 61 2,02 51 | 0,38 —42
15 | 01 | 057 — 43 | 002 71 | 2030 | 137 | 0,81 16
03 | 035 — 95 | 005 54 | 1053 | 109 | 0,58 —29
05 | 027 -127 | 007 66 | 7,00 95 | 0,48 —29
08 | 021 —162 | 0,10 67 | 449 80 | 043 —27
10 | 021 —174 | 012 68 | 365 75 | 043 —29
12 | 021 174 | 0,14 66 | 3,09 70 | 0,41 - 31
15 | 022 158 | 0,17 85 | 254 61 | 041 —34
18 | 024 142 | 021 64 | 215 54 | 041 —40
20 | 026 133 | 023 63 | 200 50 | 0,39 — 40
20 | 01 | 051 — 49 | 002 70 | 2113 | 133 | 079 | —16
03 | 032 —106 | 005 65 | 1035 | 106 | 056 —27
05 | 027 —138 | 007 67 | 676 92 | 048 —27
08 | 022 ~171 | 0,09 68 | 434 78 | 045 | —25
10 | 022 179 | 0,12 69 | 349 74 | 044 | —28
12 | 023 169 | 0,14 68 2,97 68 | 043 —30
15 | 024 153 | 017 66 | 243 60 | 043 -33
18 | 026 139 | 021 65 | 207 53 | 042 —39
20 | 028 131 | 0,22 64 1,93 48 | 040 -39
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BFR 92 P

S-Parameter in Emitterschaltung

Z=50Q .
Vee|lc | f s11 s12 s21 s22
vV |mA| GHz| /s11/ | ¢ 1812/ | @ | /8217 | o S22/ | ¢
10 ]2]01 | 092 | — 14 | 003 80 | 646 | 161 | 098 | — 6
03 | 081 — 43 | 007 66 | 528 | 140 | 090 | —19
05 | 069 | — 65 | 010 57 | 454 | 122 | o8 | —27
08 | 048 | — 95 | 0,12 49 | 335 99 | 068 | —33
10 | 042 | —111 | 014 48 | 287 9 | 064 | —35
12 | 03 | —125 | 015 47 | 245 83 | 061 | —38
15 | 030 | —146 | 016 49 | 207 71 | 058 | —40
18 | 028 | —170 | 018 50 | 181 62 | 056 | —45
20 | 027 175 | 0,19 52 | 168 56 | 054 | —46
501 | 083 | — 19 | 003 78 | 1274 | 152 | 095 | — 9
03 | 065 | — 57 | 006 63 | 856 | 125 | 080 | —25
05 | 049 | — 84 | 008 58 | 635 | 107 | 067 | —31
08 | 031 —112 | 0,10 55 | 429 89 | 056 | -33
10 | 027 | —129 | 013 57 | 353 82 | 054 | -35
12 | 024 | —144 | 014 57 | 297 77 | 051 | —-36
15 | 021 —167 | 0,16 58 | 245 67 | 050 | —38
18 | 021 170 | 0,19 58 | 213 59 | 048 | —43
20 | 022 155 | 021 58 | 196 54 | 047 | —43
10 |01 | 075 | — 28 | 002 74 | 1820 | 142 | 088 | —13
03 | 052 | — 71 | 005 63 | 1023 | 114 | 067 | —27
05 | 037 | —99 | 007 63 | 7,00 9 | 056 | —29
08 | 023 | —129 | 009 63 | 457 84 | 050 | —28
10 | 021 —146 | 0,12 65 | 372 78 | 048 | —29
12 | 020 | -163 | 0,13 65 | 311 74 | 047 | —31
15 | 018 177 | 0,16 64 | 256 64 | 046 | —34
18 | 019 157 | 0,19 63 | 219 57 | 046 | —39
20 | 020 143 | 021 62 | 203 53 | 044 | —39
15 |01 | 064 | — 37 | 002 72 | 1916 | 140 | 085 | —14
03 | 038 | — 87 | 004 64 | 1029 | 112 | 063 | —26
05 | 028 | —117 | 006 66 | 7,00 % | 053 | —26
08 | 019 | —151 | 009 67 | 449 81 | 049 | —25
10 | 019 | —166 | 011 68 | 3665 76 | 049 | —27
12 | 019 180 | 0,13 67 | 309 71 | 047 | —29
15 | 019 162 | 0,16 66 | 253 62 | 047 | —32
18 | 021 145 | 0,19 65 | 215 55 | 047 | —37
20 | 022 134 | 021 64 | 201 51 | 045 | —38
20 | 01 | 058 | — 45 | 002 71 | 2030 | 135 | 082 | —14
03 | 034 | — 9 | 004 65 | 1012 | 108 | 061 | —23
05 | 027 | —129 | 006 68 | 672 o4 | 054 | —-23
08 | 020 | —163 | 0,09 69 | 432 79 | 049 | —49
10 | 020 | —176 | 011 70 | 347 74 | 050 | —25
12 | 021 173 | 0,13 69 | 293 69 | 050 | —27
15 | 021 156 | 0,16 68 | 241 60 | 049 | —30
18 | 023 140 | 0,19 67 | 205 53 | 049 | -36
20 | 0725 131 | 021 65 | 192 49 | o047 | -37
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BFR 92 P

Gesamtverlustleistung Piot = 7 (Ta) Kollektorstrom /. = f(Vgg)
Vce=10V

mw N mA

400 20
Eof I(

¢
‘ 300
N
N
N
200 10
\\\
100 N
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\\
N
; o )
0 50 100 150 °C 0 05 0V
—7 — Ve
Stromverstarkung hre = f(/¢) ’ Transitfrequenz fr = f(/¢)
Vce=10V Vce =6V, f= 200 MHz
GHz
100 6
oot L—-‘
o ho
[ 80 ] P
)4

4
60 /

40
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20
]
0 0
0 10 20 mA 0 10 20 mA
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BFR 92 P

Kollektor-Basis-Kapazitdt Ccr = f(Vca) Rauschzahl F= f(I.)
f=1MHz Vee =6V, f= 800 MHz
of ) dB
1,0 S
(cb F
A
N 3
L
05 S~ - Rs =500~ P
T
N1
\pZat
3
0 0
0 0 20V 0 0 20 mA
Ve —

Kreise konstanter Rauschzahl in der Generator-
impedanzebene F = f(Zs)
Vce = 6V, Ic =5mA, f= 800 MHz
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Silizium-NPN-HF-Transistor BFR 93 A

@ Fur rauscharme Breitbandverstirker hoher Linearitat
bis 2 GHz
@ Typischer Arbeitsstrom 30 mA

Typ | Stempel | Schiittgut-Bestell-Nr. | 8-mm-Gurt-Bestell-Nr. | Gehiuse
BFR93A | R2 | Q62702-F1048 | Q62702-F1086 | soT23
Grenzwerte

Bezeichnung Symbol | Wert | Einheit

Kollektor-Emitter-

Spannung Vceo 12 Vv

Kollektor-Basis- Q

Spannung Vceo 15 Q)

Emitter-Basis-Spannung VeBo 2

Kollektorstrom Ic 50 mA

Gesamtverlustleistung Phot 250 mwW

Ta=25°C

Sperrschichttemperatur T 150 @ °C

Lagertemperatur Tstg .| —65... +,® °C

Wirmewiderstand Riua | <450, o K/W

Sperrschicht-Umgebung Uil

bei Montage auf Al,O5- b

Keramiksubstrat o

15 mm x 16,7 mm x 0,7 mm 5
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BFR 93 A

Transitfrequenz fr = f(/c) Kollektor-Basis-Kapazitat Cco = f(Vcs)
Vee =5V, f=200 MHz f=1MHz
GHz ) pF
6 10
/""_—
5 C{b
“ / \\
/ S~
3 05 =
il
1
0 0
0 10 20 30 40 50 mA 0 10 20V
— — ¥
Rauschzahl F= f(I¢c) ’ Kreise konstanter Rauschzahl in der Generator-
Vce =8V impedanzebene F = f(Zs)
Vee =8V, Ic =30 mA, f= 800 MHz
ds
3
[T
Rg=50 '2/ P
I N
| =08GHz ¢~
2 A e | AT
\ R =504
:/ // RS opt
\
il
1 \ /4 f=10MHz
0
0 10 20 30 mA

—
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Silizium-NPN-HF-Transistor BFR 93 P

@ Fur Breitbandverstarker bis 1 GHz
@ Keine Intermodulationsverzerrungen

Typ | Stempel | Schiittgut-Bestell-Nr. | 8-mm-Gurt-Bestell-Nr. | Gehiuse
BBFRI3P | GG | Q62702-F924 | Q62702-F1051 | soT23

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol | Wert Einheit

Kollektor-Emitter-

Spannung Vceo 15 \%

Kollektor-Basis-

Spannung Veeo 20 \

Emitter-Basis-Spannung VEBo 25 \

Kollektorstrom Ic 50 mA

Basisstrom Ig 10 mA

Gesamtverlustleistung Ptot 280 mw

Ta=25°C

Sperrschichttemperatur T | 150 °C

Lagertemperatur Tstg —65...+150 °C

Warmewiderstand Rthia <450 K/W

Sperrschicht-Umgebung

bei Montage auf Al,Os-

Keramiksubstrat

15 mm x 16,7 mm x 0,7 mm

B Schwerpunkttyp
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BFR93 P

Kennwerte

bei Ta = 25°C, wenn nicht anders angegeben

Statische Kennwerte

Symbol

min

typ

max

Einheit

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ic=1mA,Ig=0

V(BR) cEO

15

\Y

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Ic=10uA, Ig=0

V(BR) cBO

20

\Y

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Ie =100 pA, Ic=0

V(BR)EBO

25

\%

Kollektor-Basis-Reststrom
Vee=10V, Ig=0

Iceo

50

nA

Stromverstarkung
IC=25 mA, VCE=5V

hre

30

100

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Ic=50mA, Ig =5mA

VeEesat

0,2

05

Dynamische Kennwerte

Symbol

min

typ

max

Einheit

Transitfrequenz
Ic=30mA, Vce =5V, f= 200 MHz

fr

GHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
Vee =10V, Ve =0, f=1MHz

06

0,76

pF

Kollektor-Emitter-Kapazitat
Vece= 10V, Vge =0, f=1MHz

0,28

pF

Leistungsverstarkung
Ic =25mA, Vce =8V, f=800 MHz

dB

Rauschzahl

Ic=10mA, Vge =8V, f= 10 MHz,
Rs =500

Ic= 5mA, Vce =8V, f= 500 MHz,
HSopt

Ic=10mA, Vce =8V, f= 800 MHz,
Rs=50Q

17
1,9

24

dB

dB

dB

Ausgangsspannung
(2-Sender-Methode)

f, = 806 MHz, f, = 810 MHz,
dm=60dB, Ic=25mA, Vce=8V,
Rs=RL=50Q

Vo1 = Vo2

240

mV
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BFR 93 P

S-Parameter in Emitterschaltung

Z2=50Q .
Vee|Ic | f s11 s12 s21 522

V |mA| GHz| /S11/ | ¢ 1812/ | o | /8217 | ¢ 1822/ | ¢

8 | 501 | 074 — 34 | 003 70 | 1296 | 143 | 087 | —1a

03 | 051 - 92 | 006 55 | 750 | 113 | 065 —31

05 | 040 —125 | 0,08 55 | 513 97 | 054 | —33

08 | 032 —157 | 0,10 57 | 335 78 | 048 —32

10 | 031 —171 | 0,12 59 | 271 72 | 048 -35

12 | 031 177 | 0,14 60 | 232 65 | 046 —38

14 | 031 166 | 0,16 62 | 205 59 | 045 — 41

16 | 032 156 | 0,18 61 1,84 52 | 045 —46

18 | 033 146 | 020 61 1,64 47 | 045 —49

20 | 035 137 | 022 61 1,52 42 | 044 | —52

10 [ 01 | 058 — 49 | 003 68 | 1873 | 133 | 077 —19

03 | 037 —-108 | 005 60 | 917 | 105 | 053 —32

05 | 030 -139 | 007 63 | 592 0 | 045 | —32

08 | 025 —170 | 0,10 65 | 385 76 | 0.41 — 31

10 | 025 180 | 0,13 65 | 3,09 70 | 040 —34

12 | 026 169 | 0,15 64 | 263 64 | 039 —37

14 | 026 160 | 0,17 64 | 233 58 | 0,38 —40

16 | 028 151 | 0,20 62 | 207 52 | 038 —44

18 | 029 142. | 022 61 1,84 48 | 0,38 —47

20 | 031 133 | 024 60 1,72 43 | 036 —49

20 [ 01 | 041 — 64 | 002 67 | 2291 | 123 | 067 —22

03 | 028 -123 | 005 66 | 989 98 | 046 -30

05 | 025 —151 | 0,07 68 | 624 86 | 040 —30

08 | 023 -179 | 0,11 68 | 403 74 | 037 —28

10 | 023 172 | 013 68 | 322 69 | 037 —32

12 | 025 164 | 0,16 66 | 274 63 | 035 -35

14 | 025 155 | 0,18 66 | 241 57 | 035 —38

16 | 027 147 | 020 63 | 214 51 | 035 —43

18 | 028 139 | 023 61 1,92 47 | 035 | —46

20 | 0,30 131 | 025 60 1,79 42 | 033 —48

25 [ 01 | 037 — 88 | 002 67 | 2371 | 120 | 064 —22

03 | 026 -127 | 005 67 | 989 97 | 044 | —29

05 | 024 —~154 | 0,07 70 | 6,20 85 | 0,39 —28

08 | 022 179 | 011 69 | 398 73 | 037 | —27

10 | 023 170 | 0,13 68 | 318 68 | 037 | —31

12 | 024 162 | 0,16 66 | 271 62 | 036 -35

14 | 025 153 | 0,18 86 | 237 57 | 0,36 —37

16 | 027 146 | 020 63 | 211 51 | 035 —42

18 | 028 138 | 023 62 1,89 47 | 035 — 46

20 | 030 130 | 025 60 1,77 42 | 034 —48
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BFR 93 P

Gesamtverlustieistung Piot = 7 (7a)

mwW
400
eo'
I 300
N
N
N
200
\\
\\
N
100
\\
\\
N
0
0 50 100 150 °C

Kollektor-Basis-Kapazitdt Cco = f(VcB)
f=1MHz

pF
15
[th
10 \
N
\‘
NS
[

05

0

0 10 20V

—VWs

Transitfrequenz fr = f(I¢)
Vee =5V, =200 MHz

GHz
6
i
’ .
/V
A /
LY
/
]
|
0
0 20 &) 60 80 100 mA
— I(
Rauschzahl F= f(I¢)
Vce=8V
dB
4
F
P,
30 RS:SOIQ v
1
=800 MHz A7 °|p,
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\\s-’
2
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1
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r Nicht fiir Neuentwicklung J

NPN-Transistor fiir regelbare Verstarker und

Oszillatorstufen bis 1 GHz

BFX 62

BFX 62 ist ein NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor im Gehduse 18A4 DIN 41876 (T0-72).

Die Anschlisse sind vom Gehdause elektrisch isoliert.

Der Transistor eignet sich fiir regelbare Verstérker- und Oszillatorstufen bis zu Frequenzen von

1 GHaz.

Typ | Bestellnummer
BEX62 |  QB0206-X62
Grenzdaten

Kollektor-Basis-Spannung
Kollektor-Emitter-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom
Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur
Gesamtverlustleistung (7y < 45°C)

Wiarmewiderstand

Kollektorsperrschicht — Luft

Statische Kenndaten (7, = 25°C)

Stromverstarkung (Ic = 2 mA; Ugeg = 10 V)
Kollektor-Emitter-Reststrom

(Ucev =30 V; Uge = 1V)
Kollektor-Basis-Reststrom (Ucgp = 20 V)
Emitter-Basis-Reststrom (Uggo = 4 V)

@045

oL

= Bt

52-(13

JW_ML

Gewichtetwa 0,4 g

UCBO
UCEO

RthJU

ICEV
ICBO
IEBO

30

20

4

12

175

65 bis +175
130

| 1000

40 (> 20)

<10
0,6 < 50
<10

4 ' o
dohisse] | T

B C

}f

25"*&3

MaRe in mm

<<<

| KW

wA
wA
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BFX 62

Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)

Transitfrequenz (Ic = 2 pA; Uge = 10 V) fr 675 MHz
Rickwirkungskapazitit (Ic = 1 mA; Uge = 10 V) —Ci2e 0,28 < (0,35) | pF
Riickwirkungszeitkonstante

(Ic =3 mA; Uge = 12 V; f = 30 MHz) roy’ * Cp'e 2,5 ps
Leistungsverstarkung (Ic = 2 mA; Uce = 10 V;

f =800 MHz; Rg = 60 Q; R, = 2kQ) Voo 125 (> 9) dB
Rauschzahl

(Ie =2mA, Uce =10V; f=100kHz; R =300 Q) F 4 dB
(Ic =2mA; Uce =10 V; f =100 MHz; Rg=60 Q) F 3 (< 4,5) dB
(Ic =2mA; Uce =10 V; = 800 MHz; Rg=60 Q) F 5(< 6,5) dB

Temperaturabhéngigkeit der
2uldssigen Gesamtverlustleistung

Pro=f(Ty
mw
200
Pt
o
AN
\\
10 \\
\Ftnau
\\
\\
50 A
N\
\\
N\
\
0 , AN
0 100 200°C
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BFY 33, BFY 34 (2N 1613), BFY 46 (2N 1711)

%

NPN-Transistoren fiir universelle HF-Anwendungen

BFY 33, BFY 34 und BFY 46 sind doppeldiffundierte NPN-Silizium-Hochfrequenz-Transistoren
in Planar-Technik im Gehiuse 5 C 3 DIN 41873 (TO-39). Der Kollektor |st mit dem Ge-
hause elektrisch verbunden. Die Transistoren sind universell verwendbar.

BFY 34 entspricht dem Typ 2 N 1613
BFY 46 entspricht dem Typ 2 N 1711

, Nicht fiir Neuentwicklung

#05 3
=)
Typ l Bestelinummer Ts
BFY 33 Q60206-Y33 135011 85 :T
BFY 34 Q60206-Y34 ) o
BFY 46 Q60206-Y46 . Gewicht etwa 1,59
Grenzdaten BFY 33| BFY 34| BFY 46
Kollektor-Emitter-Spannung
(Iceo = 30 mA) Uceo 24 30 30 v
Kollektor-Emitter-Spannung :
(Ree< 10 Q) Ucen 30 50 60 v
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 50 75 75 Vv
Emitter-Basis-Spannung Uego | 7 7 7 \
Kollektorstrom I 500 500 500 mA
Sperrschichttemperatur T 200 200 200 °C
Lagertemperatur ' Ts ~65 bis| —65 bis| —65 bis | °C
+200 +200 | +200

Gesamtverlustleistung (7g < 45°C) Piot 2,6 26 2,6 w

Wiéirmewiderstand-

Kollektorsperrschicht — Luft Ringu

220 l £220 | £220 |[K/W
Kollektorsperrschicht — Transistorgehduse  Rynuq S < 6

0 <60 K/W

343



BFY 33, BFY 34, BFY 46

] Statische Kenndaten (T, = 25°C)
o
f~4
5 Bei einer Kollektorspangung von Uce = 10 V und den nachstehenden Kollektorstromen I
O | ailt:
2 | gilt:
5 .
5 Ic IB B UBEsata) UCEaats)
3 mA mA IC_IB V V
2
« | 107) < 0,29 > 35* —_ —_
& 1150) <375 > 40° — —
£ 1150 15 10 0,95 (< 1,3) 06 (<15)*
é’ 5001) < 25 > 20" —_ —
— Kollektor-Basis-Reststrom (Ucgo = 40 V) Iceo 0,8 (< 20)* nA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
(Icer = 100 mA; Rge < 10 Q) Usrycer > 30 \Y)
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
(Icso = 100 (J‘A) U(BR)CBO > 50 \'
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
(Zeso = 100 pA) Uryeso >7* Vv

Statische Kenndaten (7 = 25°C) BFY 34

Bei einer Kollektorspannung von ch =10V und den nachstehenden Kollektorstromen I.

gilt:
Ic ' IB | 8 UBEsata) UCEsata)
mA mA Ic/Is Y : \
0,01 < 0,656-10-3 35 —_ —
0.1 2 (< 5)-10-3 50 (> 20) —_— —_
107) 0,29 (< 0,6)2) 35 (> 20) — —
101) 0,125 (< 0,29) 80 (> 35) —_ —
1501) 1,25 bis 3,76 40 bis 120" —_ —_
160 15 10 0,95 (< 1,3) 06 (<15)*
5001) 9,1 (< 25) 65 (> 20)* —_ —_

Tu 150 l 25 ‘ l °Cc
Kollektor-Basis-Reststrom (Ucgo = 60 V)  Icpo| — 03(<10)* | nA
Kollektor-Basis-Reststrom (Ucgo = 60 V) Icgo| 0.4 (< 10) —_ A
Emitter-Basis-Reststrom (Uggo = 5 V) Iepo| — 0,05 (< 10)* | nA

1) Mit Impulsen gemessen: Impulsdauer 200 us Tastverhéltnis < 0,01

2) Bei 7y = -65°C

3) Der Transistor ist so weit {ibersteuert, daB die statische Stromverstirkung auf einen Wert 8 = 10 abgesunken ist.
* AQL = 0,65%
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BFY 33, BFY 34, BFY 46

[ ] Statische Kenndaten (T, = 25°C)

o
5 Kollektor-Emitter- Durchbruchspannung
% | ceo = 30 mA) b Usriceo > 30 v
§ Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
E (ICER =100 mA; Ree = 10 Q) U(BR)CER > 50 \'
] Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
5 (Icso = 100 pA) Usnyceo >175 v
- Emitter-Basis-Durchbruchspannung
2 | (Iepo = 100 pA) Uenjeso >7 v
-
L
é‘l Statische Kenndaten (7, = 25°C) BFY 46
|1 Bei einer Kollektorspannung von Uce = 10 V und den nachstehenden Kollektorstromen I¢
gilt:
Ic Is B " Uskeat®) Ucgsat®)
mA mA Ic/Ig \ A
0,01 0,167 (< 0,5) -10-3( 60 (> 20) — —_
0,1 1,25 (< 2,9) - 10-3 80 (> 35) — —
101) 0,154 (< 2,9)?) 65 (> 35) _— —_
101) 0,077 (< 0,134) 130 (> 75) —_— —_
1501) 0,5 bis 1,5 100 bis 300* — _—
150 15 10 0,95 (< 1,3) 0,5 (<15)'
5001) 6,67 (< 12,5) 75 (> 40)°* —_ _
Tu 150 ) 25 » °Cc
Kollektor-Basis-Reststrom (Ucgo = 60V) Icgo | — 03(<10)*! nA
Kollektor-Basis-Reststrom (Ucgo = 60 V) Icgo | 0.4 (< 10) — vA
Emitter-Basis-Reststrom (Uggo = 5 V) Iego | — 0,06 (<5)* [ nA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
(Iceo = 30 mA) Usryceo > 30 v
(ICER =100 mA (Impuls) Rge = 10 Q) U(gn)cgn > 50 \")
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
(Icso = 100 pA) Uerycso >75 v
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
(Iepo = 100 pA) Usrieso >7 \)
‘) aﬂlt ;_mrﬂxlsesr% gémessen Impulsdauer 200 us, Tastverhiltnis < 0,01
} D::r T?ansnstor ist so weit lbersteuert, daB die statische Stromverstirkung auf einen Wert 8 = 10 abgesunken ist.

* AQL =0,65%
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L Nicht fir Neuentwicklung

BFY 33, BFY 34, BFY 46

T
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zuléssigen Gmmtvorlustlelstung
Peoe =1 (T); R‘.. = Parameter
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Zuliissige Impulsbelastbarkeit
X renge =7 (t) v = Parameter )
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I Nicht fiir Neuentwicklung I

BFY 45

NPN-Transistor fiir Schalteranwendungen

kleiner Leist‘ung

BFY 45 ist ein doppeldiffundierter NPN-Silizium-Transistor in Planartechnik im Gehé&use
5 C 3 DIN 41873 (TO-39). Der Kollektor ist mit dem Gehause elektrisch verbunden. Der
Transistor ist vor allem fiir das Schalten hoher Spannungen bei kleinen Leistungen wie z.B.
fiir die Ansteuerung von Nixie- und dhnlichen Glimm-Anzeigerdhren geeignet.

Typ I Bestelinummer 5 4
BFY45 |  Q60206-Y45 T g

1

=135 1 Bgal~
Gewicht etwa 1,69 MaBe in mm

Grenzdaten BFY 45
Kollektor-Emitter-Spannung Ucko 20 \
Kollektor-Emitter-Spannung Uces 140 \
Emitter-Basis-Spannung , Ueso 5 v
Kollektorstrom I 30 mA
Emitterstrom -Ig 35 mA
Basisstrom Iy 5 mA
Sperrschichttemperatur T, 200 °C
Lagertemperatur Ts —55 bis 200 °C
Gesamtverlustleistung (7g = 25 °C) . Prot 25 w
Wiarmewiderstand . :
Kollektorsperrschicht — Luft . Rinsu l < 250 I K/W
Kollektorsperrschicht — Translstorgehause Rensc =70 K/W
Statische Kenndaten (7, = 256°C)
Bei folgendem Arbeitspunkt gilt: .
I - Uce I B Uge
10. 10 176 (< 250) 60 (> 40)°* 0,7
10 1 < 1000 > 10 0,75
0,1 1 < 6,7 > 15 0,68
Kollektor-Emitter-Reststrom (Ucegs = 140 V) Tces < 100° nA
Kollektor- Emltter-Durchbruchspannung
(Iceo = 3 mA) U(ga)cso > 90 \")
Emitter-Basis-Durchbruchspannung (Iggo = 10 pA) Uggeso > 8* \'
Dynamische Kenndaten (7, = 25°C).
Arbeitspunkt: (Ic =10 mA; Uce =10 V; = 100 MHz)
Transitfrequenz fr 130 MHz
Arbeitspunkt: Ucgo = 10V .
Kollektor-Basis-Kapazitat Ceso 2,8 (< 3,5) pF
* AQL = 0,65%
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Nicht fir Neuentwicklung

BFY 45

mA
30

s

T

20

10

348

Temperaturabhéngigkeit der
zulédssigen Gesamtverlustleistung
Pror = (T): Ren = Parameter

-

N\ ings

R

/
/

100

Ausgangskennlinien
Ic = (Uce): Is = Parameter

200°C

2115

75

65
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Stromverstirkung B = f (Ic)
Uce =10V, Ty = Parameter
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Nicht fur Neuentwicklung

BFY 45

Kollektorstrom I = f (Uge)
Uce =10 V; Ty = Parameter
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Transitfrequenz fy = f (I¢)
ce = 10V; f= 100 MHz
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Temperaturabhingigkeit
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Kollektor-Basis-Kapazitit

cso = 80)
Emitter- Basns— Kapazitat

Ceeo = f (Ueso)

10
0080;
Cego §
T Ceso( Yopo)
UL Coso(0Y)
. I~
) 100 [ e
- Cesol Uzso)
5 —Geso(0AV)
10"

16" 5 00 5 10 5 10tV
——>=Uggps Uego

349



